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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機溶媒に可溶で、主鎖または側鎖に共役を含む高分子化合物、および下記一般式〔１
２〕で示されるドナー性を有する化合物からなる電界発光素子用材料。
　一般式〔１２〕
【化０１】

【請求項２】
　請求項１において、
　前記有機溶媒に可溶で、主鎖または側鎖に共役を含む高分子化合物は、エメラルディン
状態のポリアニリンであることを特徴とする電界発光素子用材料。
【請求項３】
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　陽極、電界発光層、バッファー層、および陰極を有する電界発光素子であって、
　前記陰極と接して形成される前記バッファー層として、有機溶媒に可溶で、主鎖または
側鎖に共役を含む高分子化合物、および下記一般式〔１２〕で示されるドナー性を有する
化合物からなる電界発光素子用材料を用いたことを特徴とする電界発光素子。
　一般式〔１２〕
【化０２】

【請求項４】
　請求項３において、前記有機溶媒に可溶で、主鎖または側鎖に共役を含む高分子化合物
は、エメラルディン状態のポリアニリンであることを特徴とする電界発光素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一対の電極間に有機化合物を含む膜（以下、「電界発光膜」と記す）を設け
た素子に電界を加えることで、蛍光又は燐光が得られる電界発光素子に関する。特に導電
性の高分子材料（電界発光素子用材料）をその一部に用いた電界発光素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自発光、薄型軽量、高速応答性、直流低電圧駆動などの特徴を有する材料を発光体とし
て用いた電界発光素子は、次世代のフラットパネルディスプレイ、特に携帯機器への応用
が期待されている。なお、電界発光素子をマトリクス状に配置した発光装置は、従来の液
晶表示装置と比較して、視野角が広く視認性が優れる点に優位性があると考えられている
。
【０００３】
　電界発光素子の発光機構は、一対の電極間に電界発光膜を挟んで電圧を印加することに
より、陰極から注入された電子および陽極から注入された正孔が電界発光膜中の発光中心
で再結合して分子励起子を形成し、その分子励起子が基底状態に戻る際にエネルギーを放
出して発光するといわれている。励起状態には一重項励起と三重項励起が知られ、発光は
どちらの励起状態を経ても可能であると考えられている。
【０００４】
　このような発光装置を携帯機器に応用する場合において、低消費電力が要求されるため
、電界発光素子の駆動電圧を低減することは重要な課題の１つである。
【０００５】
　これまで駆動電圧を低減させるための手法として、バッファー層を電極と電界発光膜と
の界面に設けるという試みがなされている。バッファー層には、低分子系材料を用いた場
合と高分子系（ポリマー系）材料を用いた場合とがあり、具体的には低分子系では、陽極
との界面に銅フタロシアニン（Ｃｕ－Ｐｃ）、ｍ－ＭＴＤＡＴＡに代表されるスターバー
ストアミンと呼ばれる高分子量アリールアミン（文献１：Y.Shirota,Y.Kuwabara,H.Inada
,T.Wakimoto,H.Nakada,Y.Yonemoto,S.Kawami and K.imai.:Appl.Phys.Lett.,65,807(1994
)）を用いたバッファー層を設けるという報告がなされている。なお、これらの材料はＨ
ＯＭＯ準位が高く、陽極を形成する電極材料の仕事関数に近い値を有するので正孔（ホー
ル）の注入障壁を小さくすることができる。



(3) JP 5078487 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

【０００６】
　また、高分子系では、ポリエチレンジオキシチオフェン（ＰＥＤＯＴ）（文献２：J.M.
Bharathan and Y.Yang:Appl.Phys.Lett.,72,2660(1998)）を陽極との界面にバッファー層
として用いた例が報告されている。なお、ＰＥＤＯＴには、通常、ポリスチレンスルホン
酸（ＰＳＳ）がドーピングされており、導電性高分子として機能する導電性を有している
。
【０００７】
　なお、高分子系の場合においては、電極との接合面積の大きい導電性高分子からなるバ
ッファー層を設けることで、バッファー層を介して電極上に形成される発光層との密着性
が増し、正孔注入効率を向上させることができるので、結果的に駆動電圧を低下させるこ
とができる。
【０００８】
　また、最近では、高分子系材料であるトリフェニルアミン誘導体にルイス酸として機能
する無機材料を作用させ、ラジカルカチオンを形成し、導電性を高くした層を電極との界
面に用いるという方法も報告されている（文献３：A.Yamamori,C.Adachi,T.Koyama and Y
.Taniguchi:Appl.Phys.Lett.,72,2147(1998)）。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　高分子系材料は、低分子系材料よりも取り扱いが容易で耐熱性が高いことから、バッフ
ァー層の形成において好ましい材料であるが、高分子系材料としてＰＥＤＯＴを用いる場
合には、導電性を得るためのドーパントとして有機スルホン酸を用いるため、溶媒として
水を用いることが必須条件となっている。
【００１０】
　しかし、通常、電界発光素子は水によって著しい劣化を受けることが知られていること
から、素子の信頼性向上のためには水を溶媒とすることなく高分子系材料を用いたバッフ
ァー層の作製が要求される。
【００１１】
　なお、高分子系材料に導電性を与えるためには、上述したように無機材料をドーパント
とする方法があるが、この場合には、アンチモン（Ｓｂ）等の環境に対して有害な物質を
用いる必要が有り、産業上好ましくない。
【００１２】
　そこで、本発明では、従来のバッファー層に用いた高分子系材料とは異なり、水を溶媒
とせずにバッファー層を形成することができる環境に優しい電界発光素子用材料を提供し
、さらにこのような電界発光素子用材料を用いることにより電極からのキャリアの注入性
を向上させ、素子の駆動電圧を低減させると共に信頼性を高めることが可能な電界発光素
子を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　そこで、本発明者は、上記課題を解決するために図１（Ａ）に示すような第１の電極１
０１、バッファー層１０２、電界発光膜１０３、および第２の電極を有する電界発光素子
において、第１の電極１０１上に形成されるバッファー層１０２を形成する材料として有
機溶媒に可溶で、主鎖、または側鎖に共役を含む高分子化合物（いわゆる共役系高分子）
と、有機溶媒に可溶で、なおかつ前記高分子化合物に対してアクセプター性またはドナー
性を有する化合物とを含む導電性の材料を用いることを考えた。
【００１４】
　なお、本発明におけるバッファー層１０２の作製において、有機溶媒に可溶なアクセプ
ター性またはドナー性を有する化合物としては、非プロトン性、または中性の化合物を用
いることが特徴である。また、共役系高分子化合物としては、有機溶媒に溶解すれば何で
も良いが、特にアクセプター性の化合物、もしくはドナー性の化合物のいずれかをドーピ
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性の高いバッファー層の両方が形成可能となるレドックスポリマー（酸化還元性高分子）
を用いることが好ましい。
【００１５】
　なお、上記有機溶媒に可溶であり、主鎖、または側鎖に共役を含む高分子化合物（共役
系高分子）には、構造単位の繰返しの数（重合度）が２～２０程度の低重合体（オリゴマ
ー）を含むこととする。
【００１６】
　ここで、本発明のバッファー層１０２において生じる反応を図１（Ｂ）に示す。なお、
バッファー層１０２が共役系高分子とアクセプター性の化合物（図中では、アクセプター
と略す）からなる場合には、アクセプター性の化合物により共役系高分子中の電子が引き
抜かれ、その結果、共役系高分子がキャリア（ホール）として存在することになる。つま
り、この場合には、バッファー層１０２と接して形成される電極は陽極となる。一方、バ
ッファー層１０２が共役系高分子とドナー性の化合物（図中では、ドナーと略す）からな
る場合には、ドナー性の化合物により共役系高分子に対して電子が与えられ、その結果、
共役系高分子がキャリア（電子）として存在することになる。つまり、この場合には、バ
ッファー層１０２と接して形成される電極は陰極となる。
【００１７】
　図１（Ｃ）には、バッファー層１０２が共役系高分子とアクセプター性の化合物とから
形成される場合の概念図を示す。この場合、第１の電極（陽極）１０１は、共役系高分子
中に存在するアクセプター準位から電子の引き抜きを行い、同時にアクセプター準位にホ
ールをバッファー層中に注入する。なお、注入されたホールは、バッファー層におけるＨ
ＯＭＯ準位に移動し、さらに、電界発光膜１０３のＨＯＭＯ準位に移動する。なお、この
場合において、第１の電極１０１からバッファー層への移動は、エネルギー差がほとんど
ないところで行われるために容易に行われる。また、注入されたホールがアクセプター準
位から電界発光膜１０３のＨＯＭＯ準位へ移動する場合も直接第１の電極１０１から注入
される場合に比べてエネルギー差が緩和されているので、第１の電極からのホールの注入
性を向上させることができる。
【００１８】
　また、図１（Ｄ）には、バッファー層１０２が共役系高分子とドナー性の化合物とから
形成される場合の概念図を示す。この場合、第１の電極（陰極）１０１から共役系高分子
中に存在するドナー準位に電子の注入が行われる。なお、注入された電子は、バッファー
層１０２におけるＬＵＭＯ準位に移動し、さらに、電界発光膜１０３のＬＵＭＯ準位に移
動する。なお、この場合において、第１の電極１０１からバッファー層への移動は、エネ
ルギー差がほとんどないところで行われるために容易に行われる。また、注入された電子
がバッファー層１０２におけるＬＵＭＯ準位から電界発光膜１０３のＬＵＭＯ準位へ移動
する場合も直接第１の電極１０１から注入される場合に比べてエネルギー差が緩和されて
いるので第１の電極からの電子の注入性を向上させることができる。
【００１９】
　本発明の構成は、　主鎖、または側鎖に共役を含む高分子化合物と、下記一般式〔１〕
～〔７〕で示されるアクセプター性を有する化合物のうちのいずれか一とを組み合わせて
なる電界発光素子用材料である。
一般式〔１〕
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【化２３】

一般式〔２〕
【化２４】

一般式〔３〕
【化２５】
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一般式〔４〕
【化２６】

一般式〔５〕
【化２７】

一般式〔６〕
【化２８】

一般式〔７〕
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【化２９】

【００２０】
　また、本発明の別の構成は、　主鎖、または側鎖に共役を含む高分子化合物と、下記一
般式〔８〕～〔１１〕で示されるドナー性を有する化合物のうちのいずれか一とを組み合
わせてなる電界発光素子用材料である。
一般式〔８〕

【化３０】

一般式〔９〕
【化３１】

一般式〔１０〕
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【化３２】

一般式〔１１〕
【化３３】

【００２１】
　さらに本発明の別の構成は、陽極、バッファー層、電界発光層、および陰極を有する電
界発光素子であって、　前記陽極と接して形成される前記バッファー層に主鎖、または側
鎖に共役を含む高分子化合物と、上記一般式〔１〕～〔７〕で示されるアクセプター性を
有する化合物のうちのいずれか一とを組み合わせてなる電界発光素子用材料を用いたこと
を特徴とする電界発光素子である。
【００２２】
　さらに本発明の別の構成は、陽極、バッファー層、電界発光層、および陰極を有する電
界発光素子であって、　前記陰極と接して形成される前記バッファー層に主鎖、または側
鎖に共役を含む高分子化合物と、上記一般式〔８〕～〔１１〕で示されるドナー性を有す
る化合物のうちのいずれか一とを組み合わせてなる電界発光素子用材料を用いたことを特
徴とする電界発光素子である。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明の電界発光素子用材料を用いることにより、従来の高分子系材料を用いてバッフ
ァー層を形成する場合と異なり、水を溶媒とすることなくバッファー層を形成することが
できる。なお、本発明の電界発光素子用材料を用いて形成された電界発光素子において、
電極からのキャリアの注入性を向上させ、素子の駆動電圧を低減させると共に信頼性を高
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下に、本発明の実施の形態について説明する。
（実施の形態１）
　本実施の形態１においては、図２に示すように第１の電極上にバッファー層２０２が形
成され、バッファー層２０２の上には、電界発光膜２０３および第２の電極２０４がそれ
ぞれ形成される場合であって、バッファー層２０２は、本明細書中の課題を解決するため
の手段で示したように主鎖、または側鎖に共役を含む化合物（以下、共役系高分子という
）と、アクセプター性を有する一般式〔１〕で示されるパラベンゾキノン誘導体、一般式
〔２〕で示されるナフトキノン誘導体、一般式〔３〕で示されるテトラシアノキノジメタ
ン誘導体またはジシアノキノジイミン誘導体、一般式〔４〕で示される化合物、一般式〔
５〕で示される化合物、一般式〔６〕で示される化合物、または一般式〔７〕で示される
化合物のうちのいずれか一とを組み合わせて形成することを特徴とする。
【００２５】
　なお、一般式〔１〕～〔７〕で示されるアクセプター性を有する化合物の具体例につい
て、以下の化学式（Ａ１）～（Ａ８）にそれぞれ示す。
【化３４】

【化３５】
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【化３６】
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【化３７】

【化３８】

【化３９】
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【化４０】



(13) JP 5078487 B2 2012.11.21

10

20

30

【化４１】



(14) JP 5078487 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

【化４２】

【００２６】
　なお、本実施の形態１の場合には、バッファー層２０２は、アクセプター性を有する材
料で形成されるので、第１の電極２０１は陽極として機能する。また、第１の電極２０１
は陽極として機能する電極であるため、仕事関数の大きい陽極材料で形成されるのが好ま
しいが、バッファー層２０２の形成により正孔（ホール）の注入性が向上しているため、
必ずしも仕事関数の大きい材料を用いる必要はない。
【００２７】
　しかし、ここでは素子特性をより向上させるために第１の電極２０１を形成する陽極材
料として酸化インジウム・スズ（ＩＴＯ：ｉｎｄｉｕｍ ｔｉｎ ｏｘｉｄｅ）からなる透
明性導電膜を用いることとする（図２（Ｂ））。
【００２８】
　次に、第１の電極２０１上にバッファー層２０２が形成される。なお、バッファー層２
０２を形成する材料としては、先に示した材料を組み合わせて用いることができるが、こ
こでは、図２（Ｂ）に示すように共役系高分子としてエメラルディン・ベース・ポリアニ
リン（以下、ＥＢ－ＰＡｎｉと示す）を用い、アクセプター性分子としてテトラシアノキ
ノジメタン（以下、ＴＣＮＱ）を用い、２０～５０ｎｍ（好ましくは３０ｎｍ）の膜厚で
形成される。
【００２９】
　次に、バッファー層２０２上に電界発光膜２０３が形成される。電界発光膜２０３は、
単一の材料で形成されていても良いが、複数の材料によって形成された積層構造としても
良い。
【００３０】
　なお、積層構造の場合には、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、正孔阻止層（ブロッキ
ング層）、電子輸送層、電子注入層などの各機能を有する層を組み合わせて、少なくとも
発光性を有する層を含む構成にすればよい。
【００３１】
　本実施の形態１では、図２（Ｂ）に示すように電界発光膜２０３を正孔輸送層２１１お
よび電子輸送層２１２との積層構造で形成することとする。具体的には、正孔輸送層２１
１は正孔輸送性の材料である４，４'－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニル－ア
ミノ］－ビフェニル（以下、α－ＮＰＤと示す）を３０ｎｍの膜厚とし、電子輸送層２１
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２を電子輸送性の材料であるトリス（８－キノリノラト）アルミニウム（以下、Ａｌｑ3

と示す）を５０ｎｍの膜厚とすることにより形成する。なお、この積層構造の場合には、
電子輸送層２１２を形成するＡｌｑ3が発光性を有する。
【００３２】
　次に、電界発光膜２０３上に第２の電極２０４が形成される。なお、第２の電極２０４
は陰極として機能する電極であるため仕事関数の小さい陰極材料（具体的には、仕事関数
が３．５ｅＶ以下の材料）で形成される。なお、第２の電極２０４は、単一の材料で形成
された単層構造であっても良いが、複数の材料からなる積層構造で形成されていても良い
。本実施の形態１では、図２（Ｂ）に示すようにフッ化リチウム（ＬｉＦ）を２ｎｍ、ア
ルミニウム（Ａｌ）を１００ｎｍの膜厚としたものを積層することにより陰極２０４が形
成される場合について示す。なお、この場合には、ＬｉＦを用いることにより陰極２０４
の仕事関数を小さくすることができると共に、Ａｌを用いることにより陰極２０４の導電
性を高めるという２つの機能を兼ね備えた電極形成が実現できる。なお、陰極材料として
は、仕事関数の小さい公知の材料を自由に組み合わせて用いることができる。
【００３３】
　以上より、電界発光素子のバッファー層に、主鎖、または側鎖に共役を含む化合物（以
下、共役系高分子という）と、アクセプター性を有する一般式〔１〕で示されるパラベン
ゾキノン誘導体、一般式〔２〕で示されるナフトキノン誘導体、一般式〔３〕で示される
テトラシアノキノジメタン誘導体またはジシアノキノジイミン誘導体、一般式〔４〕で示
される化合物、一般式〔５〕で示される化合物、一般式〔６〕で示される化合物、または
一般式〔７〕で示される化合物のうちのいずれか一とを組み合わせた材料（電界発光素子
用材料）を用いることにより、水を溶媒としないバッファー層を形成することができる。
なお、このバッファー層を形成することにより電極（本実施の形態１では、陽極）からの
キャリア（正孔）の注入性が向上するため、素子の駆動電圧を低減させると共に信頼性の
高い電界発光素子が形成される。
【００３４】
（実施の形態２）
　本実施の形態２においては、図３に示すように第１の電極３０１上にバッファー層３０
２が形成され、バッファー層３０２の上には、電界発光膜３０３および第２の電極３０４
がそれぞれ形成される場合であって、バッファー層３０２は、主鎖、または側鎖に共役を
含む化合物（以下、共役系高分子という）と、ドナー性を有する一般式〔８〕で示される
化合物、一般式〔９〕で示される化合物、一般式〔１０〕で示される化合物、および一般
式〔１１〕で示される化合物のうちのいずれか一とを組み合わせて形成することを特徴と
する。
【００３５】
　なお、上記一般式〔８〕～〔１１〕で示されるドナー性を有する化合物の具体例につい
て、以下の化学式（Ｄ１）～（Ｄ４）にそれぞれ示す。
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【化４６】

【００３６】
　なお、本実施の形態２の場合には、バッファー層３０２は、ドナー性を有する材料で形
成されるので、第１の電極３０１は陰極として機能する。また、第１の電極３０１は陰極
として機能する電極であるため、仕事関数の小さい陰極材料で形成されるのが好ましいが
、バッファー層３０２の形成により電子の注入性が向上しているため、必ずしも仕事関数
の小さい材料を用いる必要はない。
【００３７】
　なお、ここでは第１の電極３０１を形成する陰極材料として１２０ｎｍ程度の膜厚で形
成したＡｌを用いることとする（図３（Ｂ））。
【００３８】
　次に、第１の電極３０１上にバッファー層３０２が形成される。なお、バッファー層３
０２を形成する材料としては、先に示した材料を組み合わせて用いることができるが、こ
こでは、図３（Ｂ）に示すように共役系高分子としてＥＢ－ＰＡｎｉを用い、ドナー性高
分子としてテトラチオフルバレン（以下、ＴＴＦと示す）を用い、２０～５０ｎｍ（好ま
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しくは３０ｎｍ）の膜厚で形成される。
【００３９】
　次に、バッファー層３０２上に電界発光膜３０３が形成される。電界発光膜３０３は、
単一の材料で形成されていても良いが、複数の材料によって形成された積層構造としても
良い。
【００４０】
　なお、積層構造の場合には、正孔注入層、正孔輸送層、発光層、正孔阻止層（ブロッキ
ング層）、電子輸送層、電子注入層などの各機能を有する層を組み合わせて、少なくとも
発光性を有する層を含む構成にすればよい。
【００４１】
　本実施の形態２では、図３（Ｂ）に示すように電界発光膜３０３を電子輸送層３１１、
正孔輸送層３１２、および正孔注入層３１３との積層構造で形成することとする。具体的
には、電子輸送層３１１は電子輸送性の材料であるＡｌｑ3を５０ｎｍの膜厚とし、正孔
輸送層３１２は正孔輸送性の材料であるα－ＮＰＤを３０ｎｍの膜厚とし、正孔注入層３
１３は正孔輸送性の材料である銅フタロシアニン（以下、Ｃｕ－Ｐｃと示す）を２０ｎｍ
の膜厚とすることにより形成する。
なお、この積層構造の場合には、電子輸送層３１１を形成するＡｌｑ3が発光性を有する
。
【００４２】
　次に、電界発光膜３０３上に第２の電極３０４が形成される。なお、第２の電極３０４
は陽極として機能する電極であるため仕事関数の大きい陽極材料（具体的には、仕事関数
が４．０ｅＶ以上の材料）で形成される。なお、第２の電極３０４は、単一の材料で形成
された単層構造であっても良いが、複数の材料からなる積層構造で形成されていても良い
。本実施の形態２では、図３（Ｂ）に示すように金（Ａｕ）を２０ｎｍの膜厚としたもの
を積層することにより第２の電極３０４が形成される場合について示す。なお、第２の電
極３０４に用いる陽極材料としては、仕事関数の大きい公知の材料を自由に組み合わせて
用いることができる。
【００４３】
　以上より、電界発光素子のバッファー層に、主鎖、または側鎖に共役を含む化合物（以
下、共役系高分子という）と、ドナー性を有する一般式〔８〕で示される化合物、一般式
〔９〕で示される化合物、一般式〔１０〕で示される化合物、および一般式〔１１〕で示
される化合物のうちのいずれか一とを組み合わせた材料（電界発光素子用材料）を用いる
ことにより、水を溶媒としないバッファー層を形成することができる。なお、このバッフ
ァー層を形成することにより電極（本実施の形態２では、陰極）からのキャリア（電子）
の注入性が向上するため、素子の駆動電圧を低減させると共に信頼性の高い電界発光素子
が形成される。
【００４４】
（実施の形態３）
　本実施の形態３では、本発明の電界発光素子についてその電気特性を測定した結果を示
す。なお、測定に用いる電界発光素子の構造は、実施の形態１で説明したように陽極上に
バッファー層が接して形成された構造とする。
【００４５】
　また、本発明の材料を用いて形成されたバッファー層を設けることによる効果を比較す
るために（１）バッファー層なしの場合、（２）バッファー層にＣｕ－Ｐｃを用いた場合
、（３）本発明のバッファー層（ＥＢ－ＰＡｎｉ＋ＴＣＮＱ）
を有する場合の３通りの電界発光素子を作製し、その特性を測定した。
【００４６】
　上記３通りの素子としては、（１）バッファー層なしの場合には、ＩＴＯ（１２０ｎｍ
）（陽極）／α－ＮＰＤ（５０ｎｍ）／Ａｌｑ3（５０ｎｍ）／ＣａＦ（２ｎｍ）／Ａｌ
（１００ｎｍ）（陰極）の順に積層形成された素子を用い、（２）バッファー層にＣｕ－
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Ｐｃを用いた場合には、ＩＴＯ（１２０ｎｍ）（陽極）／Ｃｕ－Ｐｃ（２０ｎｍ）（バッ
ファー層）／α－ＮＰＤ（３０ｎｍ）／Ａｌｑ3（５０ｎｍ）／ＣａＦ（２ｎｍ）／Ａｌ
（１００ｎｍ）（陰極）の順に積層形成された素子を用い、（３）本発明のバッファー層
（ＥＢ－ＰＡｎｉ＋ＴＣＮＱ）を有する場合には、ＩＴＯ（１２０ｎｍ）（陽極）／（Ｅ
Ｂ－ＰＡｎｉ＋ＴＣＮＱ）（３０ｎｍ程度）（バッファー層）／α－ＮＰＤ（３０ｎｍ）
／Ａｌｑ3（５０ｎｍ）／ＣａＦ（２ｎｍ）／Ａｌ（１００ｎｍ）（陰極）の順に積層形
成された素子をそれぞれ用いる。
【００４７】
　測定結果は、図４に示す通りであり、（３）の本発明のバッファー層を有する電界発光
素子が最も駆動電圧が低いという結果が得られた。（２）に示すＣｕ―Ｐｃを用いた場合
よりも駆動電圧が低いことは、（３）のバッファー層に導電性があること（アクセプター
のドープによる）、さらに高分子膜で形成されることによる膜の平坦性等が起因している
ものと思われる。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の電界発光素子について説明する図。
【図２】陽極側にバッファー層を有する電界発光素子について説明する図。
【図３】陰極側にバッファー層を有する電界発光素子について説明する図。
【図４】電界発光素子の電気特性について測定した結果を示す図。
【符号の説明】
【００４９】
１０１　第１の電極
１０２　バッファー層
１０３　電界発光膜
１０４　第２の電極
【図１】 【図２】
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